UKW-Baustein mit zwei Transistoren

Es sind hierzu passend ein Zf-Verstdrker auf Seite 247 und ein Ratio-Detektor auf Seite 261
behandelt.

Schaltung

Der hier behandelte UKW-Baustein besteht aus Vorstufe und selbsischwingender Misch-
stufe (Bild 1). Beide Stufen arbeiten mi* Transistoren OC 615 in Basisschaltung. Der
Minuspol der Speisespannung liegt am Ch  sis. Das ermdglicht es, den Siebmittelavfwand
zu vermindern, weil so der stets notwendige Emitterwiderstand und die mit ihm zusam-
menwirkenden Kondensatoren zur Siebung voll ausgenutzt werden,
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Bild 1

Die Drossel Lg, die hierbei in die positive Zuleitung gelegt werden muf}, schiitzt zusam-
men mit dem Kondensator €, den UKW-Baustein gegen ein Eindringen einer mdglicher-
weise der Speisespannung Uberlagerten Zf-Spannung.

Die kalten Enden der Schwingkreise sind unmittelbar mit dem Chassis verbunden.

Wichtigste Eigenschaften

Fir den Durchstimmbereich zeigen abhé ig von der Frequenz das Bild 2 den Verlauf
der Leistungsverstirkung und das Bild 3 den der zusdtzlichen Rauschzahl.
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Die Einflisse des Absinkens der Speisespannung auf Leistungsverstdrkung und Oszillator-
frequenz werden durch die Bilder &4 und 5 veranschaulicht.



Innerhalb eines Umgebungstemperaturbereiches von — 20 ... 4+ 50°C weicht die
Oszillatorfrequenz von ihrem Sollwert um hochstens 4+ 15 kHz ab.

Die Spiegelselektion betrdgt in der Mitte des Durchstimmbereiches rund 1:30 und ist
an dessen Enden immer noch besser als 1: 20.

An dem mit 60 Q abgeschlossenen AntennenanschluB treten maximal 3,5 mV Oszilla-
tor-Grundwellenspannung und 45 pV Oszillator-Oberwellenspannung auf.

Bei einer Speisespannung von 6 V nimmt der UKW-Baustein etwa 2,7 mA auf, was einer
Leistung von rund 16 mW entspricht,

Vorstufe

Die Vorstufe wird in nichineutralisierter Basisschaltung betrieben. An die Antenne ist
sie mit einem auf die Mitte des Durchstimmbereiches fest abgeglichenen n-Glied ange-
pafit (Cy, Ly, C,). Durch die feste Kopplung des Vorstufen-Transistors T'; mit diesem 7
Glied wird ein nur geringer Abfall der Verstdrkung und damit ein entsprechend schwaches
Anwachsen der Rauschzahl an den Enden des Durchstimmbereiches erreicht.

Das Fehlen der Neufralisation kommt infolge der Steilheitsphase von fasi — 90° einer
schwachen Mitkopplung Uber den kleinen, vorwiegend kapazitiven Rickwirkungsleit-
wert des Transistors gleich. Durch diese Mitkopplung werden Eingangs- und Innenwider-
stand des Transistors unter den gegebenen Verhdltnissen um etwa 40 ¢/ erhdht.

Der Transistor arbeitet auf den durchstimmbaren Zwischenkreis. Dieser hat — unter dem
EinfluB der Belastung durch den Eingang der nachfolgenden Mischstufe — einen Resonanz-
widerstand von 1,5 kQ), wdhrend der Innenwiderstand des Transistors etwa 10 kQ)
betrdgt. Wegen der damit gegebenen Unteranpassung ist das Erhdhen des Innenwider-
standes des Transistors von keinem wesentlichen EinfluB auf die Verstdrkung. Das Ver-
groBern des Eingangswiderstandes hingegen ergibt, bei Leistungsanpassung im Eingang,
eine erhdhte Steuerspannung am Transistor und damit einen Gewinn an Ausgangsleistung.:
Somit wirki sich die Widerstandserhéhung nahezu voll auf die Leistungsverstédrkung aus.
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Antennenankopplung

Der Realteil des Eingangsieitwertes der nicht neutralisierten Vorstufe wurde bei einem
Emittergleichstrom des Transistors von 1,4 mA mit 19,2 mS gemessen, was einem Wirk-
widerstand von 52 {1 gleichkommit,

Die Antennentransformation ist zwischen diesen 52 {2 und einem Aniennenwiderstand von
60 Q) vorgenommen, Dazu gehdrt eine Ubersetzung von rund 1:1. Diese Ubersetzung
wird durch die gewdhlte Bemessung von LI/L2 und C, C, erreicht.



Soll statt an 60 £) unsymmetrisch an 240 () symmetrisch angeput werden, so wickelt mafj
L, mit 2X2 Windungen 0,4 CulS bifilar zwischen die Windungen von Lq und schlieff
die Enden Gber Kreuz an, wobei man die mittlere Verbindung an Masse legt (Bild é). Sa
ergibt sich auch fir den symmetrischen 240-Q)-AntennenanschluB bei gleicher Bemessun§
von C; und C, wie oben cine Transformation auf 52 (1.

Die Spannungsverstirkung der Vorstufe

Diese Spannungsverstdrkung 1iBt sich mit folgender Formel berechnen:
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Hierin ist fir den Transistior Ty bei 1,4 mA Emitter-Gleichstrom

| 8| Betrag der Steilheit 17 mAJvV

@; wirksamer innerer Wirkleitwert . 0,1 m$S
und weiterhin:

¢ wirksame Kreiskapazitdt fiir 93,5 MHz, also fir Bandmitte 33 pF

@ Resonanz-Leitwert des Kreises = Kehrwert des Resonanzwider-
standes 0,25 mS

&, transformierter Wirkleitwert des Mischstufen-Einganges fiir Leistungs-
anpassung des Mischstufen-Einganges an die Collectorseite des Vor.

stefeniransistors G"3 =G;+ Gy 0,35 mS
4+ G+ @G
b Beiriebsbandbreite = € ¢ k
2-n-C
. . Gy
fir Leistungsanpassung (G; + G = @) gilt b = o : 3,4 MHz
n "
Gy

by Bandbreite des Kreises allein (Leerlaufbandbreite) = 1,2 MHz

2.0

R, Eingangs-Wirkwiderstand der Mischstufe = Kehrwert des Realteiles
ihres zur Wirkung kommenden Eingangsieitwertes 35 Q2

Es ergibt sich als Spannungsverstarkung der Vorstufe:
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vad fir Leistungsanpassung:
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Mit den gegebenen Zahlenwerien wird:

17 -10~3 35 —
Vsgy= ]/ =8,5-10"3 ]/105 ~ 2,7

2 0,35-1072

Die selbstschwingende Mischstufe
Diese Stufe ist Gber den Kondensator Cg riickgekoppelt. Die Kondensatoren C,, Cy und
Cio0 || 0 sind als Hf-Kurzschiiisse wirksam (Bild 7).

Mit der einsteflbaren Induktivitdt der Spule L, wird die vom Oszillalorkreis auf die
Emitter-Basis-Strecke riickgekoppelte Spannung U, in die fir die Mitkopplung richtige
Phasenlage gebracht. Das sei an Hand der Bilder 7 ... 11 erldutert. '

Bild 7 veranschaulicht die wesentlichen Teile der Schaltung von Bild 1. Das Bild 8 zeigt
denselben Schaltungsausschnitt in einer fiir die Erklarung vereinfachten Form.
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Die Spannung U; bewirkt Uber den Transistor den Strom I,. Dieser eilt, wegen der
Steilheitsphase von nahezu — 90°, der Spannung U; um ebensoviel nach. Fir die Schal-
tung, die zwischen den in Bild 8 mit 4 und B bezeichneten Punkten liegt, besteht Resonanz.
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Demzufolge ist U, mit I, in Phase. Die Spannung U, eilt also, ebenso wie der Strom I,
der Spannung U; uvm 90° nach. Der von U, rickwirkende Teil U, soll mit der urspriing-

lich angenommenen Spannung U; phasengleich sein (Bild 9).
|



Schaliteilliste zv Bild 1

Kondensatoren
Cy  keramischer Réhrchenkondensator RD 2 x 12 25 pF
Cy keramischer R6hrchenkondensator RD 2 x 12 40 pF
Cy keramischer Scheibchenkondensator HC SA é & 300 pF
gda } Doppel-Drehkondensator 2x(2...12) pF
4d
Cy keramischer Réhrchenkondensator RD 2 x 12 20 pF
Ce keramischer Scheibchenkondensator SA 6 @ 5 pF
C, keramischer Scheibchenkondensator HC SA 8 & 500 pF
Cg keramischer Réhrchenkondensator RD 2 x 12 5 pF
Cy  Styroflexkondensator 40 pF 125 V=
Cy9 Styroflexkondensaior 1 nF 125 V=
C,y keramischer Scheibchenkondensator HC SA 6 & 300 pF
C15 keramischer Scheibchenkondensator HC SA 12 o 2,5 nF
Cy3 Parallelschaltung aus C; DIN 41 376/75 — N 750 14 pF
und Cp, DIN41374 —N470 6 pF
Widerstidnde
R;  Schichtwiderstand 500 Q 01 W
R,  Schichtwiderstand 25 kQ 01 W
R, Schichtwiderstand 5 kQ 01 W
R; Schichiwidersiand 500 Q 01 W
Eq Schichtwiderstand 40 kO 0,1 W
Rg  Schichtwiderstand 5 k& 01 W
Spulen Kern Wdg. Material
7 Antennen-Ankopp- 0,4 CulS in L, gewickelt.
lungsspule } M6 GWE/12FR gegebenenfalls
L, Eingangskreisspule 5 0,8 Cu versilbert gemdB Text
Ly  Zwischenkreisspule M6 GW6/12FR 2112 0,8 Cu versilbert
L, Phasenabgleichspule M4GW4/12FC-FUIl 31/2 0,6 Cu versilbert
Ly  Oszillatorkreisspule M6 GW 6/12 FR 21/, 0,8 Cu versilbert
Lg Eingangsspule des 30 10x0,04 CulS
Zf-Ubertragers Lage Gber kaltem Ende von L
M4 GW -FUI &
L, Ausgangsspule des 4 4f2FC-FUI 2 0,2 Culs
Zf-Ubertragers
Lg Drosselspule Ferritstift4mm & 30 0,2 CulS Lage vnmittelbar

Kerne und Spulenkérper der Fa. Vogt u. Co. m. b. H.

Transistoren
7y Transistor OC 615
T, Transistor OC 615

avuf Ferritstift
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